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【手続補正書】
【提出日】平成24年3月6日(2012.3.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　場の空間内で制御可能な大きさ及び方向を有する磁場を生成する方法であって、
　２つの直交場の成分を設定する工程と、第１の場の成分は第１の長軸に沿って生成され
るものであり、第２の場の成分は第２の長軸に沿って生成されるものであり、
　複数の磁極面を前記第１及び第２の長軸の各々に配置する工程と、
　２つの直交場の成分の各々に対し、
　　長軸に対して実質的に直交する方向に延在する第１の縦方向の境界で第１の複数個の
縦方向の磁極面に印加する第１の静磁場ポテンシャルを選択する工程と、
　　前記長軸に対して実質的に直交する方向に延在する第２の縦方向の境界で第２の複数
個の縦方向の磁極面に印加する第２の静磁場ポテンシャルを選択する工程と、
　　前記第１及び第２の縦方向の境界の間の横方向の境界に沿って配置される複数の横方
向磁極面を特定する工程と、前記複数の横方向磁極面の各々は、前記長軸に実質的に直交
する方向に延在する横方向境界面の各々に配置され、
　　前記複数の横方向磁極面の各々に対し、前記第１及び第２の縦方向境界に対して横方
向境界面の各々の位置に応じて静磁場ポテンシャルの各々の値を選択する工程と、
　前記複数の磁極面の各々に静磁場ポテンシャルの選択された値を供給する工程とを有し
、前記場の空間の内部で大きさ及び方向が制御可能な実質的に均一な磁場を生成すること
を特徴とする方法。
【請求項２】
　前記２つの直交場の成分の各々に対し、前記供給工程は、前記複数の磁極面の各々を磁
路を介して静磁場ポテンシャル発生装置に接続して静磁場ポテンシャルの選択された値を
提供することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　２つの直交場の成分の各々に対し、前記第１の静磁場ポテンシャルは、Ｐ（Ｌａ）の値
を有し、前記第２の静磁場ポテンシャルは、Ｐ（Ｌｂ）の値を有し、各静磁場ポテンシャ
ルＰ（Ｔｉ）は、前記複数の横方向磁極面の各々に供給され、以下に示すものと実質的に
等しい値を有し、
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【数３】

但し、ｓａｉは各横方向境界面ｉと前記第１の縦方向境界との間の距離であり、ｓｂｉは
各横方向境界面ｉと前記第２の縦方向境界との間の距離であり、ｓは前記第１及び第２の
縦方向境界間の距離であることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　２つの直交場の成分の各々に対し、前記供給工程は、さらに、
　前記磁路に接続された前記複数の横方向磁極面の隣接するものを特定する工程と、
　起磁力発生装置を前記隣接する磁極面の横方向境界の各々の間の磁路に接続する工程と
、
　前記選択工程に応じた前記隣接する磁極面に対して選択された静磁場ポテンシャルの差
に実質的に等しい値を有する起磁力を発生する工程と
を有することを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　２つの直交場の成分の各々に対し、前記発生工程は、前記磁路の周囲に巻回された通電
導体を流れる電流を駆動する工程を有し、起磁力は、前記コイルのターン数と前記電流の
振幅との積であることを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記起磁力の前記値は、前記駆動工程に応じて選択的に調整可能であることを特徴とす
る請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記起磁力の値は、前記隣接する磁極面の横方向境界面の各々の間の距離に比例するこ
とを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１、第２、及び各静磁場ポテンシャルを選択する前記工程は、複数の磁極面の各
々に対し、前記第１の直交場の成分に関連した第１成分静磁場ポテンシャルの値と、前記
第２の直交場の成分に関連した第２成分静磁場ポテンシャルの値とを得る工程を含むこと
を特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記供給工程は、前記第１及び第２の静磁場ポテンシャル値の合計に等しい大きさを有
する静磁場ポテンシャルを、前記複数の磁極面の各々に提供する工程を含むことを特徴と
する請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　前記複数の磁極面の各々は次元的プロフィールを有し、さらに、
　前記複数の磁極面を前記第１の長軸及び前記第２の長軸に沿って配置する工程を有し、
前記次元的プロフィールは、２対の境界面を定めて、前記場の空間を閉じ込めることを特
徴とする請求項１記載の方法。
【請求項１１】
　第１の対の境界面は、前記第１の長軸と実質的に平行な方向に延在し、前記第１の対の
第１の面は、前記第１の対の第２の面からは前記第１の長軸の反対側に配置されることを
特徴とする請求項１０記載の方法。
【請求項１２】
　第２の対の境界面は、前記第２の長軸と実質的に平行な方向に延在し、前記第２の対の
第１の面は、前記第２の対の第２の面からは前記第２の長軸の反対側に配置されているこ
とを特徴とする請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１及び第２の長軸に対して直交する次元的プロフィールの空間的な広がり及び２
対の境界面は、３次元空間を定め、さらに、前記３次元空間内の利用領域内で実質的に均
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一な大きさ及び方向を有する磁場を生成する工程をさらに有することを特徴とする請求項
１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記次元的プロフィールの形状を決めて、前記利用領域での前記磁場の均一性を最適化
する工程をさらに有することを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記次元的プロフィール及び前記境界面の対の形状を決めて、テスト下の物体の物理的
大きさに応じた３次元空間を決める工程をさらに有することを特徴とする請求項１３に記
載の方法。
【請求項１６】
　前記利用領域内でのテスト下の前記物体の位置決めをする工程と、テスト下の前記物体
の磁気成分を前記磁場に対して晒す工程と、２つの直交場の成分の値を調整することによ
って、前記磁場の大きさ及び方向を制御する工程とをさらに有することを特徴とする請求
項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記晒す工程は、テスト下の前記物体の前記磁気成分を別の磁場に連続して晒す工程を
有することを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記異なる磁場は、大きさが異なることを特徴とする請求項１７記載の方法。
【請求項１９】
　前記異なる磁場は、方向が異なることを特徴とする請求項１７記載の方法。
【請求項２０】
　境界によって定められた領域内で制御可能な大きさ及び方向を有する実質的に均一な磁
場を生成する装置であって、各境界の各々に対し、
　各境界に関係した複数の磁極片の各々と、前記複数の磁極片の各々は、次元的プロフィ
ールを備えた磁極面を有し、前記磁極面の次元的プロフィールは、各境界用の境界面を定
め、
　各境界に関連した複数の起磁力発生装置の各々と、前記複数の起磁力発生装置の各々は
、各境界に沿って互いに隣接する磁極片の間に配置されると共に、前記境界の各々に沿っ
て各磁極片の位置に応じて前記隣接する磁極片の各磁極面に、選択された値の起磁力を提
供するように連結されていることを特徴とする装置。
【請求項２１】
　前記複数の起磁力発生装置の各々は、前記磁極面の間の距離に比例する値を有する起磁
力を生成することを特徴とする請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記複数の起磁力発生装置の各々は、磁路の周囲に巻回された通電導体からなるコイル
巻線部を有し、前記起磁力は、前記通電導体を介して駆動される電流の振幅と、前記コイ
ル巻線部のターン数との積であることを特徴とする請求項２０記載の装置。
【請求項２３】
　前記磁路は、軟磁性材料を含み、前記磁路は、前記軟磁性材料と関連した磁気飽和の値
及び透磁率の値に応じて寸法が決められていることを特徴とする請求項２２記載の装置。
【請求項２４】
　前記磁路は、延長部の各々を有する磁気ヨークを有し、前記延長部は、前記磁気ヨーク
を各磁極片に接続することを特徴とする請求項２２記載の装置。
【請求項２５】
　前記起磁力発生装置の各々は、互いに隣接する延長部の間の前記磁気ヨークの周囲に巻
回された通電導体のコイル巻回部を有することを特徴とする請求項２４記載の装置。
【請求項２６】
　前記コイル巻回部は、電気的に直列に接続され、起動電流によって励磁されることを特
徴とする請求項２５記載の装置。
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【請求項２７】
　互いに隣接する磁極面の間の距離は、実質的に均一であり、前記コイル巻回部の各々は
、ターン数が同一であることを特徴とする請求項２６記載の装置。
【請求項２８】
　前記磁極片は、軟磁性材料からなり、前記磁極片の各々は、前記軟磁性材料に関連した
磁気飽和値の各々と透磁率の各々を有することを特徴とする請求項２０記載の装置。
【請求項２９】
　前記磁極片は、それぞれの値に応じて寸法が決められていることを特徴とする請求項２
８記載の装置。
【請求項３０】
　生成されるべき磁場の振幅の関数として前記複数の起磁力発生装置を制御する駆動回路
をさらに有することを特徴とする請求項２９記載の装置。
【請求項３１】
　前記境界によって範囲が定められ、且つ前記境界の各々から実質的に等距離に配置され
た領域内の中心軸をさらに有し、
　前記磁極面の各々の前記次元的プロフィールは、前記中心軸から放射状に延びる面内に
位置することを特徴とする請求項２０記載の装置。
【請求項３２】
　前記磁極面の前記次元的プロフィールは、方位角に応じて縮小・拡大されることを特徴
とする請求項３１記載の装置。
【請求項３３】
　前記磁極面の前記次元的プロフィールは、各境界に沿った前記次元的プロフィールの位
置が、前記中心軸からの仰角の関数として一致するように変化するように、大きさが決め
られ且つそのように向きが決められていることを特徴とする請求項３１記載の装置。
【請求項３４】
　範囲が定められた実質的に矩形の境界で実質的に均一な磁場を生成する方法であって、
前記場は、実質的な矩形の境界の各々から実質的に等距離にある中心軸に対して制御可能
な立体角の方向及び制御可能な大きさを有し、実質的に矩形の境界の各々に対し、
　各境界に関連した複数の磁極片の各々と、前記複数の磁極片の各々は、次元的プロフィ
ールを有する磁極面を有し、前記磁極面の前記次元的プロフィールは、各境界の境界面の
範囲を定め、
　前記境界の各々に関連した複数の起磁力発生装置の各々と、前記複数の起磁力発生装置
の各々は、各境界に沿って互いに隣接する磁極片の間に配置され、且つ前記境界に沿った
磁極面の各々の位置に応じて前記隣接する磁極片の各磁極面に、選択された値の起磁力を
供給するように連結されていることを特徴とする装置。
【請求項３５】
　前記磁極面の各々の前記次元的プロフィールは、各境界に対して直交する方向に延在す
る面に配置されていることを特徴とする請求項３４記載の装置。
【請求項３６】
　前記磁極面の各々の前記次元的プロフィールは、前記中心軸から放射状に延在する面に
配置されていることを特徴とする請求項３４記載の装置。
【請求項３７】
　前記磁極面の各々の前記次元的プロフィールは、方位角により縮小・拡大されることを
特徴とする請求項３６記載の装置。
【請求項３８】
　前記磁極面の前記次元的プロフィールは、各境界に沿った前記次元的プロフィールの位
置が、前記中心軸に沿った仰角の関数として一致するように変化するように形作られ且つ
向きが決められていることを特徴とする請求項３６記載の装置。
【請求項３９】
　場の空間内の制御可能な大きさ及び方向を有する磁場を生成する方法であって、
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　２つの直交軸を有するフィールド面の範囲を画定する工程と、前記軸の各々は２つの直
交場の成分に対する長軸であり、第１の場の成分は、第１の長軸に沿って生成されるもの
であり、第２の場の成分は、第２の長軸に沿って生成されるものであり、
　前記フィールド面内で空間的な境界の範囲を画定する工程と、前記空間的な境界は、各
長軸と平行に配置された境界面の各対からなり、
　複数の磁極面を前記境界面に配置する工程と、
　各場の成分に対し、各長軸と直交する境界面において前記複数の磁極面のうちの幾つか
を縦方向の磁極面と指定し、各長軸と平行な境界面において前記複数の磁極面のうちの幾
つかを横方向の磁極面と指定する工程と、
　前記第１及び第２の場の成分の各々の大きさを選択する工程と、
　を有し、
　前記第１及び第２の場の成分に対し、
　　第１の静磁場ポテンシャルを選択して第１の縦方向境界面で縦方向の磁極面に印加し
、第２の静磁場ポテンシャルを選択して第２の縦方向境界面で縦方向の磁極面に印加する
ことによって前記第１の成分を生成する工程と、
　横方向磁極面の各々に対し、前記第１及び第２の静磁場ポテンシャルの間の各静磁場ポ
テンシャルの値を選択することによって場の成分を閉じ込める工程と、各静磁場ポテンシ
ャルは、前記第１及び第２の縦方向境界面に対する横方向磁極面の位置により選択され、
　前記第１、第２、及び各静磁場ポテンシャルの値を選択する工程は、第１及び第２の場
の成分の各々の選択された大きさに比例する静磁場ポテンシャルを選択する工程を含み、
　前記複数の磁極面の各々に対し、前記生成工程及び閉じ込め工程により選択された値の
和を表す静磁場ポテンシャルの値を、前記第１及び第２の場の成分に対して供給する工程
を有し、前記場の空間内で大きさ及び方向が制御可能な実質的に均一な磁場を生成するこ
とを特徴とする方法。
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